
小信号增强模式场效应管

发布

美国中央半导体生产 N-通道和 P-通道小信号增强模式场效应管，此系列

产品采用最流行的超小贴片封装，专为高速脉冲放大器和驱动器应用而设

计，适用于广泛终端产品包括：手机、智能手机、PDA、MP3 播放器、

GPS 导航器、数码相机、调制解调器和电视机顶盒。如需更多信息请访问 
www.centralsemi.com。
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N-通道： P-通道：

N-通道：

N-通道和 P-通道：

P-通道：

N-通道： P-通道：

N-通道：

低 rDS(on) = 7120G 为0.14Ω，

 8120 为0.2 Ω。

rDS(on) = 7003E为2.3 Ω，

 7003 为3.0 Ω。

rDS(on) = 7002A 为 2.0 Ω，8002A 为3.0 Ω。 

rDS(on) = 7001 为3.0 Ω，8001 为8.0 Ω。 

低 VDS(on)。

快速切换。

低阈值电压。

低阈值电压 / 兼容逻辑电平。

兼容逻辑电平。

提供多种低剖面封装尺寸。

TLM621H 最高剖面为 0.4毫米。

超小封装，低剖面。

The SOT-883L 最高剖面为 0.4毫米。

内置 ESD 保护，最高 2kV。
低阈值电压。

内置 ESD 保护，最高 2kV
(仅适用于 7120 以及 7120G)。

低阈值电压。

兼容逻辑电平。

兼容逻辑电平。

提供多种封装尺寸。

高电流 ID = 7120G 为1.0A，
 8120 为 0.86A。

可提供多种低剖面封装尺寸。

TLM621H 最高剖面为 0.4毫米。

增强电气性能的 3904 和 3906 以粗体列出。



示意图

SMD 机械规格展示
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创新分立半导体

有关详细信息，请联系:
Central Semiconductor Corp.公司销售部

(631) 435-1110，或访问我们的网站:
www.centralsemi.com
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